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1.0 Purpose (วัตถุประสงค) : 
1.0    เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

2.0 Scope (ขอบขายใชงาน) :           
2.1 All Phototransistor (PTR) 

3.0 Reference Documents (เอกสารอางอิง) :       
    3.1     Material Specification (MS) ของแตละ Part number 

4.0 Equipments & Material (เคร่ืองมือและวัสดุ) :        
    4.1    370A PROGRAMMABLE CURVE TRACER 
    4.2    PROBE TEST 

5.0 Safety (ความปลอดภัย) : 
N/A 

6.0 Procedure (ระเบียบปฏิบัติ) : 
         6.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

 
        6.1.1  Specification ใหตรวจสอบ Spec. ตาม Material 
Specification (MS) ของแตละ Part number 
        6.1.2 จํานวนการสุมตรวจ ทุก Lot no.โดยหยิบ Dice 5 pcs./sub-
wafer 
        6.1.3  การสุมเลือก และตําแหนงการสุม  เลือกที่เปนขอบเขตของ 
wafer และ/หรือ แผนที่มี dice ไมเต็ม   

 
ตําแหนงการสุมตรวจ 
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6.1.4 ตําแหนง Probe 
  -    เข็ม Probing สําหรับขา B (Base) / E (Emitter) 
           -    แผน Plate สําหรับ C (Collector) 
 
    6.2  ตารางสําหรับบันทึกผล 

   HFE  
Bin 

 VCE(sat)  BVCEO BVECO ICEO 
@ 

20V 

 ICEO 

NO. LOT  
NO. 

  1 2 3 > 70 V >7 V X Y  @ 
70V 

    0-
100mV 

101-150 
mV 

151-
200mV 

  0 - 
30nA 

31 - 
60nA 

0 - 
150nA 

 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            

รวม            

        6.3   ขั้นตอนการทํางาน 
         6.3.1  พนักงานตองตอสายระหวางเครื่อง  370A PROGRAMMABLE 
CURVE TRACERและเครื่อง Probe  test  ตามขาที่ระบุ ( B , C , E ) 
        6.3.2  สุมงานตามจุดที่กําหนด ตามขอ 6.1.2 และ 6.1.3 
        6.3.3  ทําการปรับ Probe pin ตรงตําแหนงขา  B และ E 
        6.3.4  ปดชุดคลุมเพื่อปองกันกันแสงจากภายนอก 
        6.3.5 กดปุมลูกศรเลื่อนข้ึนหรือลง ตรงฝง Memory เพื่อเลือก 
Program แลวกดปุม Recall  
        6.3.6 ดูกราฟ และบันทึกคาลงในตาราง ( 6.2 ) ตามลําดับดังน้ี 
HFE,VCE(sat) หลังจากVCE(sat) มีเวลา 1 วินาที สําหรับยกขา B ข้ึน  เพื่อวัด
คา BVCEO ,BVECO และ ICEO  
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 ขอควรระวัง: ถาคา HFE เปน 0 ใหทําการหยุดเครื่อง และ probe ใหมอีกครั้ง 
        6.3.7  บันทึก Lot No.,Bin และคาที่วัดไดลงในตารางที่กําหนด และ
พิจารณากราฟตามขอ 6.4 
        6.3.8  ถาพบตัวงาน Reject ใหนํา dice ที่เปนงาน reject ติดบน 
Wafer  และแนบตาราง            
           6.3.9  ทําการ Stamp  บน Label    

 
    
 6.4  ขอควรระวังในการทํางาน 
        6.4.1  ลักษณะกราฟที่ปกต ิ

 
 

6.4.2 ถาพบวากราฟมีลักษณะผิดปกต ิ ไปจากกราฟขางตน  แสดงวา
เปนงาน  REJECT    UNSTABLE 
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     6.5   วิธีการระบุ Group และ VCE(sat) สําหรับ PTR dice 
 
       6.5.1  ตาราง Group 
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6.5.2 พิจารณาคา HFE จาก Label ซึ่งอยูดานหลังของ Wafer 

สําหรับ PTR แตละ Lot  
  

             
 
 

     โดยพิจารณาคา HFE ในชองสี่เหลี่ยม 1 เทียบกับตาราง Group 
          ยกตัวอยางเชน     HFE (AVG)  =  1021 

 เทียบกับตาราง Group I  1000 - 1100  ดังน้ันงาน Lot น้ีเปน Group I 
 

6.5.3 ตาราง VCE(sat) 
 

 
              

6.5.4 พิจารณาคา VCE(sat)จาก Label ซึ่งอยูดานหลังของ 
Wafer สําหรับ PTR แตละ Lot 
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  โดยพิจารณาคา  AVG. เทียบกับในตาราง VCE(sat) เชน คา 
VCE(sat) ในชอง   
            AVG.= 0.0350 เมื่อเทียบตามตารางจะตรงกับ Group A 
 
    6.6  ขอควรระวัง 
        6.6.1  ตรวจสอบตัว dice วามีรอยขีดขวนหรือไม หากพบรอยขีดขวน
ใหพนักงานหยุด Probe  
                    และ  Hold งาน Lot น้ันพรอมทั้งตัว dice ให ENG. 

6.6.2 ในการ Probe ใหระวังไมใหเกิดรอยขีดขวนบนตัว dice 
นอกเหนือจาก Pad หากพบวามีรอยขีดขวนที่เกิดจากการ Probe ใหทําการ Probe 
ตัวใหมทดแทน 

 

7.0 Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) : 
7.1 Frequency : Every shipments 
7.2 Sampling size : 5 pcs/sub-wafer  
7.3 Control method : Table record 
7.4 Other : N/A 
 

8.0 Reaction Plan (การตอบสนอง) : 
N/A 
 

9.0 Record (การเก็บบันทึก) : 
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Item Record/Doc. 
Name (ชื่อ
เอกสาร) 

Retention 
times 

(ระยะเวลา
จัดเก็บ) 

Location to 
keep 

(หนวยงาน/
สถานที่
จัดเก็บ) 

Destruction 
method when 
expired times 
(วิธีการทําลาย

เมื่อหมดอายุการ
จัดเก็บ) 

9.1 
 

ตารางบันทึกผล 1 ป IQC REUSED 

10.0 Appendix (เอกสารแนบ) : 
N/A 
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#ก���"#$0#��ก������������%����������1�� 
                    1. ��'()*�+�,-�.,�/ก�) MINITAB ����ก�)+6 Stat > Basic Statistics > 2P 2 
Proportions; <�ก+=>+,?�+@��)6�*=
/,�AB(*��Cก�� /��
����ก Confidence level, Test difference, 
Alterative /��
K�'ก OK .��/N�C�6,ก������
��+�6,AB( 1. �6,AB( 2. �6,AB( 3. /�O�6,AB( 4. *�)�P��=Q 
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UK��A�CNV'*' 
 

2. ��'()*�+�,-�.,�/ก�) MINITAB ����ก�)+6 Stat > Basic Statistics > 2t 2-Sample t; 
<�ก+=>+,?�+@��)6�*=
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